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１．概要（Summary） 

高性能の圧電振動 MEMS(微小電気機械システム)ジ

ャイロのために、モルフォトロピック相境界に近い正方晶

組 成 の c 軸 配 向 Pb(Mn1/3,Nb2/3)O3-Pb(Zr,Ti)O3 

(PMnN-PZT)エピタキシャル薄膜をSi基板上に形成した。

そして、その圧電特性や誘電体特性、およびジャイロセン

サのための性能指数を評価するために、微細加工プロセ

スによって圧電ユニモルフカンチレバーの作製を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

微細加工プロセスを用いて、圧電ユニモルフカンチレ

バーを作製した（Fig. 1）。まず、バッファ層を形成させた

Si 基板(厚さ 200 µm)に PMnN-PZT 薄膜を堆積させ、

次に、Pt 上部電極をリフトオフプロセスで形成した。その

後、HF、HNO3、NH4F、CH3COOH 混合溶液を用いた

ウェットエッチングによって、PMnN-PZT 薄膜をパターニ

ングした。次に、バッファ層と Si 基板を、ドライエッチング

によりパターニングした。最後に、裏面から反応性深堀エ

ッチング（DeepRIE 装置、住友精密 MUC-21）を行うこと

で、ユニモルフカンチレバーをリリースした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

完成後のユニモルフカンチレバーを Fig. 2 に示す。本

研究では、長さ 200～2200 µm、幅 50～500 µm、厚さ

25～45 µm のカンチレバーを作製することに成功した。 

 

Fig. 2 (a) SEM image of the fabricated unimorph cantilevers. 
(b) Magnification image of a cantilever. 
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Fig. 1 Fabrication process for piezoelectric 
unimorph cantilever. 

 1. Epitaxial growth of PMnN-PZT thin 
film by sputter deposition.

2. Patterning of Pt electrode by lift-off 
process.

5. Dry etching of buffer layers and Si 
substrate, and removal of photoresist.

3. Patterning of photoresist.

4. Wet etching of PMnN-PZT.

6. Release of unimorph cantilever by deep 
reactive ion etching.
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